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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體基板用處理液，其包含兩性化合物、抗菌劑及胺基醇，
前述兩性化合物包含 pKa小於 4.5的酸基及 pKa超過 4.5的鹼基，
前述鹼基的數量多於前述酸基的數量，

前述抗菌劑包含至少一種以上選自包括陽離子系抗菌劑、羧酸系抗菌劑、酚系抗菌劑、

異噻唑啉系抗菌劑及醇系抗菌劑的群組中之抗菌劑，

前述兩性化合物的含量與前述抗菌劑的含量的質量比為 3.00 ～ 50.00，
前述胺基醇的含量與前記抗菌劑的含量的質量比為 10.00 ～ 150.00。

2.　如請求項 1所述之半導體基板用處理液，其中
前述兩性化合物包含鹼性胺基酸。

3.　如請求項 1或請求項 2所述之半導體基板用處理液，其進一步包含有機酸。
4.　如請求項 1或請求項 2所述之半導體基板用處理液，其中

pH為 4.0 ～ 8.0。
5.　如請求項 1或請求項 2所述之半導體基板用處理液，其用於清洗實施了化學機械研磨處
理之具有鎢之半導體基板。
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